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Moderator pozitronii
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Moderator pozitronii

nckteré geometrie moderatorli pozitronti
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Moderator pozitronti

nckteré geometrie moderatorli pozitronti
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Moderator pozitronii
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Moderator pozitronii

Normalized S-parameter (arb. units)
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Svazky pomalych pozitrontu

22Na zdroj pro svazek pomalych pozitrona

 iThemba Labs (Jizni Afrika)
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Svazky pomalych pozitronu

22Na zdroj pro svazek pomalych pozitrona

* okénko - 5 um Ti folie
vychozi energetické spektrum e* emitovanych >?Na

/ energetickeé spektrum e* po prichodu 5 um Ti folii

0.0035 [ /
: / W folie
0.0030 |
f 0.5 um
0.0025 |
krok 0.5 um
__0.0020 |
S5 ; 20.0 pm
=z i
0.0015 |
0.0010 |
0.0005 |
0.0000 Fp —mmm—————— '
0 100 200 300 400 500



Svazky pomalych pozitronu

22Na zdroj pro svazek pomalych pozitrona

* okénko - 5 um Ti f6lie

* transmisni geometrie moderatoru

* vytéZek pomalych pozitronti
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Svazek pomalych pozitronu

* svazek pomalych pozitroni (Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf)
 vybér pomalych pozitroni — zato€eni svazku

» magnetickeé vedeni svazku solenoidy
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Svazek pomalych pozitronu

* svazek pomalych pozitronti (Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf)
 vybér pomalych pozitroni — zato€eni svazku

» magnetickeé vedeni svazku solenoidy

22Na pozitronovy zdroj + W moderator

urychlovac

HPGe detektor

komora se vzorkem



Svazek pomalych pozitronu

* svazek pomalych pozitroni (MFF UK

22Na pozitronovy zdroj

 vybér pomalych pozitroni — zato€eni svazku 5 + W moderator
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Svazek pomalych pozitronu
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Svazek pomalych pozitronu
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Implantacni profil monoenergetrickych pozitronu
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Svazek pomalych pozitronu s laditelnou energii

» studium hloubkového profilu defekti
e studium tenkych vrstev

» méteni zpctné diflize pozitronil



Charakterizace defektu v Pd

» charakterizace defektli na svazku pozitront s laditelnou energii
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Charakterizace defektu v Pd

» charakterizace defektli na svazku pozitront s laditelnou energii

» plastickd deformace — nartst S, zkraceni L.
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Charakterizace defektu v Pd

» charakterizace defektli na svazku pozitront s laditelnou energii

* nanokrystalicky Pd film — zachyt pozitronli v misfit defektech na hranicich zrn
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Tenke vrstvy Nb dopované vodikem

Nb film o tloust’ce 1.1 um pokryty Pd vrstvou o tloust’ce 20 nm

e tloustka (1100 + 50) nm (profilometrie) (1120 £ 20) nm (TEM)
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* na povrchu deponovana Pd vrstva (20 nm)



Tenke vrstvy Nb dopované vodikem

* sloupcovite krystality
» Sitka = 50 nm

200 Nm




Tenke vrstvy Nb dopovan¢ vodikem

Nb film o tloust'’ce 1.1 pum pokryty Pd vrstvou o tlouSt'ce 20 nm
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Tenke vrstvy Nb dopované vodikem

Nb film o tloust'’ce 1.1 pum pokryty Pd vrstvou o tlouSt'ce 20 nm
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Tenke vrstvy Nb dopované vodikem

Nb film o tloust'’ce 1.1 pum pokryty Pd vrstvou o tlouSt'ce 20 nm
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Tenke vrstvy Nb dopované vodikem

Nb film o tloust'’ce 1.1 pum pokryty Pd vrstvou o tlouSt'ce 20 nm
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Tenke vrstvy Nb dopované vodikem

Nb film o tloust’ce 1.1 um pokryty Pd vrstvou o tloust’ce 20 nm
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Tenke vrstvy Nb dopované vodikem

Nb film o tloust’ce 1.1 um pokryty Pd vrstvou o tloust’ce 20 nm
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Tenke vrstvy Nb dopované vodikem

Nb film o tloust’ce 1.1 um pokryty Pd vrstvou o tloust’ce 20 nm

absorpce vodiku na hranicich zrn nove defekty vytvorené pfi vzniku hydridu
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